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CCS

Centro Interdisciplinar:

I Agilidade e flexibilidade na
Interacao dentro da

‘\ universidade e com a
comunidade.
I META: Educacao com
P pesquisa e desenvolvimento

de alto nivel nas areas de
micro e nanotecnologias.

AN

/| \
Unidades de Ensino e Pesqu
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Equipe

I Pesquisa:
A 15 professores associados

A 3 Pesquisadores PhD Artigos Publicados em Periodicos

A7 posdocs Internacionais

A Alunos: 16 PhD e 6 graduacio

i Laboratorio:
A 2 engenheiros
A 3 profissionais em micro fabricacdo e medidas
A 1 técnico enguimica
A 1 técnico em eletronica
A 3 funcionarios em manutencéo
A 4 Bolsistas DTI
I Administracao:
A 1 técnico superior e dois nivel médio
A 1 técnico superior em TI
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Infraestruture

. ) peleC = JETFIRST

Labs

Offices- researc
Machine shop
Seminar/librar
Administration
Computer

landscape
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LAMNI

Laboratorio de Micro e Nanotecnologias Integradas

ACorroséo e deposicio de
metais e dielétricos com
resolucao de 50m;

AMicroscopia de forca
atbmica e micreRaman.
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Laboratério de Pesquisa em Dispositivos (LPCE4

Sintese: Epitaxia de Caractereizacao de materiais
(PL,SEM,Hall,Polaron)

Fabricacao e
caracterizacao de
dispositivos ;

Faﬁ)“fll_a(?ao Otimizagcdo de novos
(sala limpa) materiais

Novos dispositivos:
Modelagem,;

Projeto; fabricacao;
Caractereizacao
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Pesquisa e Desenvolvimento:
Alguns Exemplos
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Integracao eletronica e
optoeletronica
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2 um C-MOS S

PMOS W=20pm L=0,5um
——IC1V_=0,0V) ref CMOS6
4—Ic2v,_=0,5V)
IC3V_=1,0V)
——I1C4 \_IQ;=1 5V)

ICS V_ =2,0V)
-IC6 V__=2,5V)
IC7 V__=3,0V)

CMOS INVERTER

Wp = 40 um

Wp = 25 um

PMOSW= Wp L=4um
NMOSW=15um L=4um




OEIC: PIN + TI Amplificadores
(tecnologia dé€&saAsHBT)

Contato N

z .. B
Janela Optica E B E C

Contato P
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